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１．はじめに

有機電界効果トランジスタ（OFET）は溶媒に

可溶な有機半導体を選択することで、塗布法によ

り、様々な基板上に半導体層を成膜可能なため、

近年盛んに研究されている。特にチオフェン骨格

を有する低分子有機半導体の開発、及び半導体層

の成膜方法の改良などにより OFET の電界効果

移動度は飛躍的に向上した[1,2]。チオフェン骨格

に ア ル キ ル 側 鎖 を 有 す る
2,7-didodecyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene 

（C8-BTBT） については、インクジェット法に

よる単結晶状の半導体層を用い、極めて高い移動

度が報告されている[3]。しかしながら単結晶を

用いた OFET においては素子特性のばらつきな

どの改善点が存在する。本研究では、C８-BTBT

に比べアルキル鎖長が長い、C12-BTBT 多結晶

OFET をスピンコート法により作製した[4]。溶媒

の混合比を最適化することで、室温における溶液

プロセスで作製した多結晶 OFET において

C8-BTBT を用いた多結晶 OFET に比べ高い移動

度 7.9 cm
2
V

-1
s

-1を達成した。 

２．実験 

Fig. 1 に本研究で作製したトップゲート・ボト

ムコンタクト型 OFET のデバイス構造を示す。本

FET は、PVP ポリマー層を電極下部に有し、ソ

ース・ドレイン電極に Pentafluorobenzenethiol 

(PFBT)による SAM 処理を施した。有機半導体層

は、C12-BTBT を 2 種の溶媒の混合溶媒を用いス

ピンコート、ゲート絶縁層に CYTOP をスピンコ

ートし、ゲート電極には Al を用いた。 

３．結果及び考察 

Fig. 2 に、作製した OFET の伝達特性および出

力特性を示す。On/Off比が 10
8以上、閾値電圧は

-1.2 V、多結晶 OFET としては極めて高い移動度

7.9 cm
2
V

-1
s

-1を示し、ヒステリシスなく 0 V 付近

において急峻に電流値が立ち上がる良好な特性

を得た。FET の作製条件として、溶媒の混合比が

p-キシレン：トルエン=1:1のもので高い移動度を

示し、溶媒の混合比を変えることで、FET の移動

度、およびそのばらつきは大きく変化する等の結

果を得た。 
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Fig. 1. Schematic device structure of 

solution-processed top-gate C12-BTBT OFET. 
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Fig. 2. Transfer and output characteristics of 

solution-processed top-gate C12-BTBT OFET. 
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